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Celem projektu jest wskazanie optymalnego pod wzgledem orientacji krystalograficznej podtoza
germanowego do wzrostu wysokiej jakosci grafenu, charakteryzujacego si¢ wysoka ruchliwos$cia no$nikéw
oraz jednorodnoS$cig grubosci i cigglo$ciag warstwy. W celu osiaggnigcia i weryfikacji powzigtego zadania
zostang zbadane wihasciwosci fizykochemiczne otrzymywanych warstw oraz sam proces tworzenia si¢
warstw grafenu w funkcji orientacji krystalograficznej podioza germanowego, na ktorym grafen bedzie
wytwarzany. Potozony zostanie nacisk na poznanie i opisanie proceséw kinetycznych zachodzacych na
powierzchni germanu. Ponadto, zostang zdefiniowane wlasciwosci strukturalne, elektryczne, morfologiczne
oraz optyczne otrzymanych warstw i opisane ich zaleznosci od orientacji monokrystalicznego podtoza Ge.
Dodatkowo Wnioskodawca bedzie dazy¢ do wzrostu drugiej warstwy grafenu na juz istniejacej warstwie
pierwszej, tak aby otrzymac¢ ciagly i jednorodng podwdjng warstwe. Do wzrostu pojedynczej i podwdjnej
warstwy grafenu zastosowana zostanie metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Projekt podzielony zostanie na trzy gléwne zadania wedtug, ktoérych bedzie realizowany:

o  Wozrost grafenu na podtozach germanowych o réznej orientacji krystalograficznej,
e Wozrost podwojnej warstwy grafenu,
o Ewaluacja jakosci warstw grafenu w funkcji orientacji krystalograficznej podtoza germanowego.

W trakcie realizacji zadan, poprzez zastosowanie licznych komplementarnych metod badawczych zostana
zbadane fizyko-chemiczne wiasciwosei grafenu na roéznych podtozach germanowych. Badania dotyczy¢
beda zardwno powierzchni probek grafen/german jak i ich struktury.

Podloze Ge stanowi alternatywe dla podtozy obecnie stosowanych do wzrostu grafenu. Jest ono interesujace
ze wzgledu na mozliwosci bezposredniego zastosowania w technologii krzemowej i co wazne dostarczenia
grafenu niezanieczyszczonego metalami. Ponadto, zgodnie z pierwszymi wynikami i obserwacjami
Whioskodawcy wydaje sie, ze mozliwe jest wytworzenie dwoch warstw grafenu co pozwala rozszerzy¢
zastosowania grafenu i stosowanie tego materiatu do przyrzadow elektronicznych i fotowoltaicznych.



